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摘要  分别以SiO2和PMMA为绝缘层材料制备了底栅顶接触结构的OTFT器件，得到以PMMA为绝缘层的器件具

有更好的性能，其场效应迁移率为0.207 cm2·Vs-1,开关电流比为4.93×103,阈值电压为-4.3 V;而以SiO2为绝

缘层的器件，其场效应迁移率仅为0.039 cm2·Vs-1,开关电流比为5.98×102,阈值电压为-5.4 V。为分析器件

性能差异的原因，测得了SiO2和PMMA薄膜表面的AFM图谱及其上沉积并五苯薄膜后的AFM和XRD图谱。通过

AFM图谱发现PMMA表面较SiO2表面粗糙度小，其表面粗糙度的均方根值为0.216 nm，而二氧化硅薄膜表面粗

糙度的均方根值为1.579 nm;且发现在PMMA上生长的并五苯薄膜的成膜质量优于在SiO2,具有较大的晶粒尺寸

和较少的晶粒间界。通过XRD图谱发现在PMMA上生长的并五苯薄膜具有明显的衍射峰，进一步证明了在PMMA
上生长的并五苯薄膜具有更好的结晶状况，将更有利于载流子的传输。  

关键词   并五苯   PMMA   二氧化硅   有机薄膜晶体管    

分类号 O482.3   

DOI:  10.3964/j.issn.1000-0593(2009)09-2325-05 

通讯作者: 
徐 征 zhengxu@bjtu.edu.cn 

 

    


